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【はじめに】より高性能な GaN パワーデバイスを実現するために、任意領域への p 型伝導制御を

可能とする Mg イオン注入(Mg-I/I)技術は重要である。我々はこれまで Mg-I/I 後の活性化処理に超

高圧アニール(ultra-high-pressure annealing: UHPA)を適用した試料についてホール効果測定を行い、

Mg アクセプタ形成の実証を報告してきた。[1][2] 今回、窒素空孔欠陥への補償効果を目的とした

Mg&N シーケンシャルイオン注入(Mg&N-I/I)試料について UHPA 処理を行い、ホール効果測定の

温度特性評価を行ったので報告する。 
【実験】試料は自立 n+-GaN 基板上に MOVPE 法にて成長した GaN 層中に Mg と N イオンを注入

したものを用いた。注入順は Mg→N とした。As-implanted の Mg プロファイルは濃度 1019 cm-3、

深さ約 0.3 µm の Box-profile である。N プロファイルも Mg 同様のプロファイルとしている。[3] (こ
れまでの実験における注入最適条件) 活性化処理は保護膜なしで高圧窒素(1GPa)下、1400℃、5 分

間アニールした。熱処理後、熱拡散によって Mg プロファイルは変化し、Mg 濃度 2.1×1018 cm-3、

深さ約 1 µm に再分布していることを確認している。ホール効果素子はサンプルの四隅に電極を形

成したものを用意し、ホール効果測定はAC磁場下で温度を160～620Kに変化させ測定を行った。 
【結果と考察】Mg&N-I/I 試料はこれまでの Mg-I/I 試料と同様、ホール効果測定によって p 型が確

認された。ホールキャリア濃度とホール移動度の温度特性を下図に示す。Mg&N-I/I におけるホー

ルキャリア濃度の温度依存性は Mg-I/I と同様の傾向を示し、かつ、より広い測定温度領域で測定

可能となった。これは N 注入によって Mg プロファイルが変化し、コンタクト特性が良くなった

ことに起因する。キャリア統計と電荷中性条件の式から解析を行った結果、活性化エネルギー∆Ea
は 204 meV、アクセプタ活性化率(NA/[Mg])は少なくとも 88%以上である事が見積もられた。また

Mg&N-I/Iの室温における移動度µp,300Kは19.3 cm2V-1s-1が得られた。以上からUHPAによってMg-I/I
と同様、Mg&N-I/I においてもアクセプタ形成が確認され、UHPA の有用性を再確認した。 
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